EXHIBIT A 



viertraiillch! 

Bitte ver^chlossen 
weiter^endenl 



ERFINDUNGSMELDUNG 

Infineon Technologies AG bzw. Beteiligungsges. 

Bereits vorab an ZT PA QbermHteit per FAX □ 
Wenn ja - bitte u n b e d i n g tankreuzenl 



Aktenzeichen der PA 



Ich/Wif (Vor- und Nachnama der/des Erflnderfs] - wdtere Angaben und Unlerschriflfen] letete Sefte) 

Harald Bfittner, Martin Jagle und Axel Schubert 



Anzahl der 
Erflnder 



Datum der Ausfertigung: 



26.6.2002 



melde[n] hiermit die auf den folgenden Seiten vollstSndig beschriebene Erfindung mit der Bezeichnung: 
AuBi Dunnschichtlot 



An Vorgesefzten der/des Erfinder[s] 
Heim/Frau Hr. Kuhlmann 



CFEPTTCOPTO 



mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantwotten: 



(Dierretstelle) 



f~ a) Wann glng die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? 



v 



b) Qeht die Erfindung auf Sffentlich geffirderte Arbeiten zurUck? 
0nein [^ja, Vorhaben: 



c) Qibt es ein zugehoriges internes FuE-Projekt? 
□ nein gjja, Projekt: M ^ * ftl* : U/;^.^ Vt^i 



Eingang am: 




Ab Eingang lauft gesetzliche Frist] 



Nur bei ZT-Erfindungen auszufDIIen: 



Tftel: 



Kemtechnologie: 



BEntwfcWungs- 
projekt 
Fwschungs- 



im Interesse von Bereich: 



Ansprechpartnen 



I projekt 



d) Anmeldung wind empfohlen □ nein 
Kostentragt (Organisationseinheit) 



&ja 



Dringllchkeftsvermerk 



j^f pie Erfindung betrifft nicht unserJnteressengebie^/Es sind noch folgende 
Dienststellen zu befragen: lf\ 



(Datum) 




(Unterschriftdes Vorgesetzien) 



Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterleiten an 

Siemens AG 

ZT PA (Patentabteilung) 



Standort: 



Ein gang am: 



(z.B.: Mch/M r Er!/S, Bln/N, Khe/R, Pdb) 
zur weiteren Veranlassung. 



Dt Lsngenwalter 

1 1. Mi 2002^ 



CTIPSAM Mch P/Ri 



0n 8- 2 a Nov. 



GR 

Frtt 



-J 



Blatt 2fa 



Aktenzeichen der PA 



1 . Welches technische Problem soli durch thre Erffndung gelflst werden? 

2. Wie wurde dieses Problem blsher gelflst? 

3. In welcher Weise last Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)? 

4. Worin iiegt der erfinderische Schritt? 

5. Ausfiihrungsbeispielle] der Erfindung. 



1) Gegenstand der Patentanmeldunq 

Die vorliegende Patentanmeldung beschreibt die Verwendung von AuBi Dunnschichtloten zur Nutzung 
in LStverbindungen und vorzugsweise fgr die Herstellung von thermoelektrischen Bauelementen wie 
Peltierkuhlem und Thermogeneratoren. 

2) Stand derTechnik 

siehe Anlage. 



C 

3) Problemlosunq 

siehe Anlage 



4) Die erfinderische Aufgabe wird durch die in der Anlage beschriebenen AusfUhrungsbeispiele 1 bis 7 gelflst. 



Siehe Anlage 




6. Zurweiteren ErlSuterung sind als Anlagen beigefUgt: 

9 Blatt der Darstellung eines Oder mehrerer AusfUhrungsbeispiele der Erfindung; 

• (falls mSgGch, Zeichnungen 1m PowerPoint- oder Designer-Format anferttgen) 

Blatt zusatzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle); 

. Blatt Literatur, die den Stand derTechnik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; *) 

^^^^^ sonstige Unterlagen (z.B. Diskettes insbesondere mit Zeichnungen der AusfUhrungsbeispiele): 



*) Bitte Fotokopten oder Sonderdrucke oiler zttlerten VerfflTenllichungen (Aufsatze voHst&ndtg; bel BQchem die retevanten KapHel) mK 
voJtetandigen oibiiographlschen Daten beifugen. 



Blatt a/4 x 



Aklenzeichen der PA 



7. Welche Dienststellen sind an der Erflndung interessiert? Infineon Ventures \ 

8. Wurde die Erflndung bereits erprobt (DurchfQhrung von Versuchen, Anfertigung von Mustem)? 

0< nein C ja, Ergebnis: 

g. Ffir welche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? Thermoelektrische Bauelemente 

1 0. 1st die Anwendung der Erfindung vorgesehen? 

\Z nein ja, bei: MicroPelt (Infineon Ventures) 

11. Ist ein auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert Oder ist eine Lieferung beabsichtigt? 

C nein [X ja t (voraussichtlich) am 1.7.2Q03 ; Bezeichnung des Erzeugnisses: Peltierkuhler 

12. 1st eine Verttffentlichung der Erfindung beabsichtigt oder bereits erfolgt? 

[X nein C ja, (voraussichtlich) am in Buch, Zeitschrift: . 

1 3. 1st eine Mitteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichtigt Oder bereits erfolgt? 

^ nein C i a . (voraussichtlich) am an 

^ Es wind gebeten, soweit moglich, die folgenden Kriterien abzuschStzen: 

a Umgehungsschwierigkeit fiir Wettbewerber 

Gleichwertige Altemativen 

Q praktisch nicht realisierbar 

erfordem Aufwand 
Q problemlos realisierbar 

b Benutzungsattraktivitiit fiir Wettbewerber 

Wettbewerberinteresse 

£3 uberragend 
IT! durchschnittlich 
n minimal 

C 1 

- c NachweiseinerWettbewerbemutzung 

Benutzungsnachweis 

P problemlos mdglich 

[X] aufwendig 

n praktisch unmdglich 

u Benutzung im Hause 

(3 (voraussichtlich) ja 

□ often 

n unwahrscheinlich 
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Aktenzeichen der PA 



1 5. Angaben ZUT Person des/der Erfinder[s] (Erfinder 1 - 4 hier eintragen. Fur weitere Erfinder bitte ZusatzWatt beifOgen): 



Name 


B&ttner 


Schubert 


Jagle 




Geburtsname 


BOttner 


Schubert 






Vorname 


Harald 


Axel 

fo? m — 


Martin 




APD/Personalnummer*) 










1st dies Ihre erste Erfindunas- 
meiduna an ZT PA? 


ja □ nein 


ja □ 13 nein 


ja □ nein 


ja □ □ nein 


akad. Grad/Titel/Beruf 


Dr.DipLChem 


Dipl. Physiker 


Dipl. Physiker 




zum Zeilpkt der Erfindung: Werk- 
studTDipIomand/Doktorand 


ja D bitte Vertrags- 
kopte beff Qgen 


ja O bitte Vertrags- 
kopie beifOgen 


ja Q bftte Vertrags- 
kopie berfugen 


ja Q bitte Vertrags- 
kopie beif ugen 


Tdtigkeit/SteJIung im Betrieb 
(z.B. Laborvorsteher u.a\) 




Entwicklungsingenieur 






Arbeitgeber 

falls nlcht Siemens AG 


Fh-IPM 


Infineon AG 


Fh-IPM 








CFE 






Abteilung 


KMS 


CFE PTTCOPTO 


KMS 




Standort 


Freiburg 


MB 


Freiburg 




Telefbn (Amt) 


0761 8857121 


234 23622 


0761 8857 345 




Telefax (Amt) 


0761 8857224 


234 24791 


0761 8857 224 




E-Mail 


harald. boettner@ipmk 
.fhg.de 


axel.schubert@infineo 
n.com 


jaegle@ipm.fhg.de 




Staatsangehorigkeit 
(falls nicht deutsche) 










Privatanschrift: 
StraBe, Haus-Nr. 


Seilerweg 5 


Sommerstr. 25 


Dorfetr. 37 




KosTieitzani, wonnort 


79108 Freiburg 


81543 MQnchen 


79350 Sexau 




Geburtsdatum 


17.10.1949 


13.1957 


14.1.1966 




i o. LJegt die Erfindung auf 

a) Ihrem Arbertsgebiet? 

b) einem anderen Arbertsge- 
biet ihres Arbertgebers? 


Ex ja d nein 
□ ja C nein 


S ja [1 nein 
IZ ia C nein 


S ja C nein 
C ja C nein 


C ia IZ nein 
C ja C nein 


17. WelchenAnteilander 
Erfindung haben Sie? 


45 % 


10% 


45% 




1 g. Wurde oder wird die Erfin- 
dung auch aEs W gemeldet? 


Tia Cnein 


d ja IS nein 


C ja □ nein 


C ja C nein 


1 g. Falls Sie die Erfindung 
als freie Erfindung an- 
sehen, bitte begronden: 










20 MeinesAjnseres Wissens 
" sind keine warteren Per- 
sonen an der Erfindung be- 
tefligt. 










f (Unte'rschrift) 


' 1 (Unterectirift) 


(Unterschrlft) 


(Unterachrift) 



*) Bitte aus Fimienausweis oder Gahaltsabrechnung entnehmen. 



Dr. Langen waiter" 

1 1 Mi 200? 



AuBi Diinnschichtlot 

Harald BSttner, Martin JSgle, Axel Schubert (10%) 
Gegenstand der Patentanmeldung 

Die vorllegende Patentanmeldung beschrelbt die Verwendung von AuBi 
DQnnschichtloten zur Nutzung 1n Lfltverbindungen und vorzugsweise fQr die 
Herstellung von thermoelektri schen Bauelementen wie PeltierkQhlern und 
Thermogeneratoren. 

Stand der Technik 

Die Of fenlegungsschrlft DE 198 45 104 Al beschrelbt im Detail Verfahren zur 
Herstellung von thermoelektM schen Wandlern, hergestellt auf Wafernlveau 1n 
verschledenen AusfQhrungsbeispielen. E1n wesentHcher Kernpunkt einiger 
AusfUhrungsbeispiele 1st, daB Bauelemente aus zwei Substratwafern, 
beschlchtet mit den jeweiligen komplementaren n/p-Materialien, hergestellt 
werden. E1n weiterer Punkt dieser technlschen Lehre ist, daB 1n einem der 
letzten Verfahrensschri tte belde Wafer gegenelnander strukturiert verietet 
werden mQssen. Dazu s1nd eine Reihe von Verfahren 1n der o.g. 
Of fenlegungsschrlft angegeben worden. Als for dlesen Zweck geeignetes 
NiedMgtemperaturlot, welches fQr Anwendungen in der Bauelementeherstellung 
strukturierbar sein muB, w1rd hier ausschlle&Uch AuSn angegeben. Grund 
dafClr 1st die damlt mGgliche und fUr die Funktionsf 3h1gke1 t der Bauelemente 
notwendlge nledrige Lflttenrperatur knapp Qber der eutektl schen Temperatur 
von 276°C, siehe Bild 1. AuSn wird als Lot standardmaBIg in der 
Elektrotechnik fQr eine Vlelzahl von Anwendungen, auch wegen seines relativ 
edlen Charakters (hoher Au-Gehalt), eingesetzt. 

ProblemlSsung 

E1n Nachteil des Lfltpartners AuSn 1st die Tatsache, daB dieses Material fQr 
die Verwendung in DQnnschichttechnologien z.B. 1m Falle gesputterter 
Kontakte als spezielles Target mit der Bruttozusammensetzung der 
eutekti schen Legierung hergestellt werden muB. Von Mehrkomponententargets 
1st bekannt, daB diese ihre Zusammensetzung durch preferentielles Sputtern 
unterschledlicher Elemente mit der Ze1t verandern, so daB das pr1nzip1elle 
Problem der VerSnderung der Zusammensetzung der aufgesputterten Dunnschicht 
1mmer vorhanden 1st. Das analoge Problem ergibt s1ch bei der thermischen 
Verdampfung aus elner Mlschquelle. Ein weiterer signlf Ikanter Nachteil 
dieses Lotes fQr das oben genannte Wafer/Wafer Bonden ergibt sich auch 
dlrekt aus dem Phasendiagramm von AuSn, B1ld 1. Beglnnend am Eutektl kum mit 
70at% Au stelgt die Temperatur der Soliduskurve m1t stelgendem Au-Gehalt 
masslv an. Au 1st entsprechend der o.g. Of fenlegungsschrlft bevorzugter 
Kontaktpartner. Der Ldtvorgang ist also wegen des Partners Au quasi 
selbststoppend. Eine ProzeBoptimierung 1st also erschwert. Da der 
Ldtvorgang zur Schonung des gesamten Bauelementaufbaues be1 mflgUchst 
geringen Temperaturen durchgefQhrt werden muB, darf die Lflttemperatur die 
eutektlsche Temperatur von 276 ft C nicht weit Qbersteigen. 
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B1ld 1 



Au Weight Percent Tin 

: Phasendiagramm Au-Sn 



Ftir die technologische Weiterverarbei tung 1st der Antell des unedlen Sn von 
30at% ebenfalls von Nachtell. E1n weiterer NachteU llegt in der Tatsache, 
dafc Au5n-Sch1chten sich wegen der extrem unterschlpdllchen chemlschen 
Elgenschaften der beteUlgten Elemente nur schlecht naBchemlsch atzen 
lassen. Zudem besteht beira naBchemlschen Atzen von AuSn 1mmer die Gefahr 
der Blldung von f einvert*1ltem SnCh, was GbUcherwqlse gut haftet. FQr 
Technolog1eschr1tte, die auf eine mOgUche Na&atzupg folgen, 1st die 
Verschnutzung m1t Sn0 2 ein unkalkullerbares Rlsiko. Das hat zur Folge r dafc 
AuSn Qblicherwelse mittels elnes L1 f t-Of f-Prozessep strukturlert w1rd. Be1 
typlschen Schichtdicken far solche Dannschichtl6tp|-ozesse, die vorzugswelse 
im Bereich ~l-2um liegen, lit dies ein bekanntermafcen erhebllches 
technologisches Problem. 



Die Nachtelle dieses Verhaltens s1nd damit of fensl^htlich. Erf inderische 
Aufgabe ist es deshalb 

ein Niedrigtemperaturlot zu entwickeln das: 

1. eine ahnliche eutektische Temperatur aufweist, 

2. ein Einsatz der am Lot beteillgten Komponenten 1n Elementform mogUch 
macht, 

3. gerlnge Toxidltat aufweist, 

4. elnen ahnllchen edlen Charakter hat, 

5. leicht verarbeitbar und leicht strukturierbar 1st , 

6. mit Au gut zu verloten 1st, 

7. 1n der NMhe des Eutektikums m1t stelgendem Au-Gehalt elnen gerlngen 
Anstleg in der Soliduskurve aufweist. 

Die erf inderische Aufgabe wird durch die Verwendung von B1 als Latpartner 
gelflst. 

Zu 1: w 3hnl1che eutektische Temperatur": 

Das Phasendiagramm AuBi , B1ld 2, weist die nptwendige geringe 
eutektische Temperatur auf. Hit 241°C fQr dif eutektische Temperatur 
s1nd die Verhaitnisse noch slgniflkant gQnstjger 

Zu 2: .als Element einsetzbar - 

Bi 1st als Element einsetzbar 

ZU 3: .geringe Toxiditat" 

B1 1st als Element im Qblichen Umgang unglftlg, deshalb 1st nach den 
deutschen Vorschriften kelne der Slchhei tskennzeichnungen notwendig 
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Zu 4: „ahnlicher edler Charakter" 

Bl ist als edles Element bekannt und kommt in der Natur gediegen vor 
Zu 5: „le1chte Verarbeitbarkelf 

B1 1st In DQnnschichtprozessen lelcht zu verafrbelten und zu atzen 
Zu 6: „gut verlfltbar mlt Au" 

Dies 1st entsprechend der erf indungsgema&en Ausf Qhrungsformen durch 

den eutektischen Kontakt gewShrleistet 
Zu 7: „mlt stelgendem Au-Gehalt mufc e1n gerlnger Anstleg der Soliduskurve 
vorhanden sein 14 

Dies entsprlcht den Angaben im Phasendiagramm 

Weight Percent Bismuth 




Au 



30 40 80 60 70 

Atomic Percent Bismuth 



too 
Bi 



Bild 2: Phasendiagramm Au-Bi 

FUr z.B. die Herstellung von dQnnschlchtthermoelektrischen Bauelementen, 
w1e auch beschrleben 1n der o.g. Offenlegungsschrift, verelnfacht sich der 
dort beschrlebene Herstellungsablauf wesentHch. D^r L6tpartner B1 1st 1m 
Gegensatz zum Ldtpartner AuSn, s.o., lelcht struktgrlerbar . Bet 
nafcchemlschen Verfahren bllden sich h1er kelne stflrenden Reaktlonsprodukte. 
Der LStvorgang w1rd vereinfacht durch die Ausblldung des AuBi-Eutektikums 
zwlschen den Au- und Bi -Schichten. Die flache Soliduskurve zur Au relchen 
Seite ergibt darUber hinaus Spielraum in der Prozel^gestaltung des L6tens, 
weil ein selbst-stoppender L5tprozel5, w1e 1m Falle von AuSn, h1er nicht ins 
Gewlcht failt. ... 

AusfQhrungsbelspiele: 

In den folgenden AusfUhrungsbei spielen werden sowohl mdgliche Herstellungen 
als auch Anwendungen erlSutert. 

Be1sp1el 1: Herstellung einer lotfShigen Bi- Qunnschichtstruktur 
durch Atzverfahren 

Die Herstellung strukurierter IStfShiger Bi-Schichten erfolgt nach den 
Gblichen Hethoden der DUnnschichttechnlk. 




Photolack 



Substra 



2.Geatzte B1- 



Bild 3: Beispiel 1: Schematische Verdeutlichung ge^tzt strukturlerter Bi 
Schlchten 



Beispiel 1, Bild 3, zeigt die Herstellung von Bi-Schichten Qber 
Atzverfahren, wobei sowohl nasse als auch trockene Verfahren eingesetzt 
werden kfinnen. Analog ktinnen Au-Schichten (nicht abgeblldet) hergestellt 
werden. Die Dicken fQr beide Haterialien liegen im Bereich zwischen wenigen 
lOOnm bis wenigen Mm. vorzugsweise urn l-2]jm. Die M?terialien der 
prozess.technischen Hi If sschichten fQr Atzung Oder (.1ft-off richten sind in 
ihrer Beschaf fenhelt und Schichtdicke nach den Erfqrdernissen der 
Lfftmaterlalien sowie der eingesetzten Strukturierungstechnologie. 
Vorzugsweise kann fQr beide LQtpartner Au und Bi und beide erwahnten 
Atztechnologien Photolack eingesetzt werden. 



Beispiel 2: Herstellung elner lotfahigen Bi-Dqnnschichtstruktur 
durch Lift-off Verfahren 




Bild 4: Beispiel 2: Schematische Darstellung Lift-off strukturierter Bi 
Schichten 



Beispiel 2, B1ld 4, zeigt schematisch die Herstellung Qber einen Lift-off 
Prozefc. Die Dicken fQr beide Materiallen und Technologien Hegen im Bereich 
zwischen wenigen lOOnm und wenigen jjm, vorzugsweise um l-2jjm. Die 
Haterialien der prozesstechnlschen Hilf sschichten fQr Atzung Oder Lift-off 
richten sind 1n ihrer Beschaf fenhelt und Schichtdicke nach den 
Erfordernlssen der Lfltmateriallen sowie der eingesetzten 
Strukturierungstechnologie. Vorzugsweise kann fQr t?e1de LOtpartner Au und 
Bi und Qbllche physlkallsche Beschichtungsverf ahren Photolack fQr den Lift- 
off ProzelS eingesetzt werden. 

Beispiel 3: Ausf uhrungsbelspiel der eutektischen AuBi- 
Dunnschichtlotverbindung 




B1ld 5: Beispiel3: Schema einer eutektischen LGtun^ mit strukurlerten 
Lfltmetallen wahrend der Justlerung vor dem L6tvorgz|ng 
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B1ld 5 zeigt schematised e1n AusfQhrungsbei spiel der eutektischen AuBi 
DUnnschichtlfltverbindung m1t strukurierten Metallschlchten direkt vor dem 
LOtvorgang. 



Eutektik 



B1 



Au 



Bild 6: Beispiel 3: Schema des Schichtaufbaues nach dem Ldtvorgang 



Beispiel 3, Bild 6, zeigt schematisch das Ausf Uhrungsbeisplel der 
eutektischen AuBi -DQnnschichtlQtverbindung mit strukurierten 
Metallschichten nach Ausbildung des Eutektikums. Wesentliches Merkmal der 
erflndungsgemasen eutekti : schen Ldtung 1st der in Bild 6 gezeigte 
Schichtaufbau. Nach dem LOtvorgang 1st zwischen noch bestehenden Anteilen 
unverbrauchten Quellenmaterials das Eutektlkum ausgeblldet. 
( \ Als Vorstufe kann u.U. ein Interdif f usionskontakt aus Au/B1 elngesetzt 
werden (nicht abgebildet). 

Des welteren ist es mOglich, wie 1m Falle von AuSn, die eutektlsche 
Zusammensetzung Au zu B1 durch entsprechende Vorgaben wahrend der 
jeweiligen phystkalischen Beschlchtungsmethode als physikallsche Mischung 
vorelnzustellen und damit u.U. als zusatzliche Lotschicht zu verwenden 
(nicht abgebildet) . 



Beispiel 4: AusfQhrungsbei spiel der eutektischen Lfitverblndung 1n einem 
Bauelement m1t zusdtzlichen funktionellen Schichten* 
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Bild 7: Beispiel 4: AusfQhrungsbei spiel der eutekti schen LOtung in einem 
Bauelement 

Beispiel 4, Bild 7, zeigt schematisch ein AusfQhrungsbei spiel der 
eutekti schen AuB1 -DUnnschichtldtverblndung in einem thermoelektM schen 
Bauelement mit zwel komplementaren n/p-Wafern vor -oberes B1ld- und nach 
der Ldtung-unteres B1ld. Aufbau und Struktur der komplementaren n/p-Wafer 
entsprechen einem AusfQhrungsbei spiel, in der o.g. Offenlegungsschrift . Im 
Bild 7 ist die Metallschlchtanordnung zur AusfQhrung der eutektischen 
LBtung angegeben. Weitere notwendlge Metallschlchten fUr Schichthaf tung 
und/oder D1f fusionsbarrieren s1nd nicht Teil dieser technlschen Lehre. Die 
1m Beispiel 4 vorgegebene Metallschlchtanordnung mit Au auf dem Substrat 
und Bi auf der funktionellen thermoelektrlschen Schicht kann auch in der 
komplementaren Anordnung eingesetzt werden. 
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In WeiterfQhrung des Beisplels 5 werden 1n B1 Id 8 schematisch zwei 
AusfGhrungsbeispiele. Belspiel 6, fUr die Nutzung des Lotes ohne 
elektrische Funktionali tat gegeben. H1er w1rd das Lot zum Aufbonden einer 
Fluidikzelle und/oder eines kapazitiven Feuchtsensors genutzt, wobel dafilr 
ebenfalls belde m5g!1chen Schichtrelhenfolgen fOr die Lotmetalle genutzt 
werden kflnnen. Die IDK-Struktur ist zur leichteren Erkennung in die in die 
Papierebene gekippt. In dlesem Beispiel wird schematised die Nutzung des 
erf Indungsgema&en Lotes fUr die Thermostatisierung einer Fluidikzelle auf 
einem Peltierktihler gezelgt. 

Hler wird sowohl die tnnere HaftqualitSt der eutektischen Verbindung, als 
auch die gute thermi sche Ankopplung an den PeltierkUhlkSrper genutzt, E1ne 
elektrische Nutzung der Lotverbindung Hegt hler nicht vor. 

Beispiel 7: Eutektisches Lot als Bondkontakt nil elektrischer 

Funktionali tat zur LaserkOhlung (Nutzung in Submounttechnologien) und ohne 

elektrische Funktionali tat zum Aufbonden von KQhlkSrpern 



Bf^HH Lase 



G 




Bild 9: Beispiel 7: AusfQhrungsbei spiel des eutektischen Lotes mit 
elektrischer Funktionali tat zur LaserkUhlung und ohne elektrische 
Funktionali tat zum Aufbonden von KUhlkttrpern 

In WeiterfQhrung des Beisplels 5 wird in Bild 9 schematised Beispiel 7, 
die slmultane Nutzung des Lotes mit und ohne elektrische Funktionali tat 
gezelgt. Hier wird das Lot in Erwelterung zum Beispiel 5 zum Aufbonden von 
KGhlkorpern genutzt, wobel dafQr ebenfalls belde m&glichen 
Schichtreihenfolgen, siehe Bild 9, fQr die Lotmetalle genutzt werden 
kCnnen. Der KOhlkdrper kann aus einem (100) anlsotrop m1t KOH geatztem 51- 
Wafer bestehen. In diesem Anwedungsbei spiel wird sowohl die innere 
Haftqualitat der eutektischen Verbindung, als auch die gute thermische 
Ankopplung an den PeltierkQhlkorper genutzt. Eine elektrische Nutzung Hegt 
hler nicht vor. 
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In WeiterfQhrung des Beispiels 5 werden in Btld 8 schematlsch zwei 
AusfQhrungsbelsplele, Be1sp1el 6, fUr die Nutzung des Lotes ohne 
elektrlsche Funktlonalitat gegeben. H1er w1rd das Lot zum Aufbanden elner 
Fluidlkzelle und/oder elnes kapazitlven Feuchtsensors genutzt, wobel dafCir 
ebenfalls belde mflglichen Sch1chtre1henfolgen fUr die Lotmetalle genutzt 
werden kOnnen, Die IDK-Struktur 1st zur lelchteren Erkennung 1n die in die 
Paplerebene gekippt. In diesem Belspiel wi rd schematised die Nutzung des 
erfindungsgemaBen Lotes fQr die Thermostatlsierung elner Fluidlkzelle auf 
einem PeltlerkQhler gezetgt. 

Hier wird sowohl die innere Haftqualitat der eutektischen Verblndung, als 
auch die gute thermlsche Ankopplung an den PeltierkQhlkOrper genutzt. Eine 
elektrische Nutzung der Lotverblndung Hegt hier.nicht vor. 

Bei spiel 7: Eutektisches Lot als Bondkontakt m1t elektrlscher 
Funktlonalitat zur LaserkOhlung (Nutzung 1ri Submounttechnologlen) und ohne 
elektrlsche Funktionali tat zum Aufbonden von KQhlk&rpern 



C 




B1ld 9: Be1 spiel 7: AusfUhrungsbei spiel des eutektischen Lotes m1t 
elektrlscher Funktionali tat zur LaserkQhlung und ohne elektrische 
Funktionali tat zum Aufbonden. von KQhlkfirpern 

In WeiterfQhrung des Beispiels 5 wird in B1ld 9 schematise^ Belspiel 7, 
die slmultane Nutzung des Lotes mit und ohne elektrlsche Funktionalitat 
gezeigt. Hier wird das Lot in Erwelterung zum Belspiel 5 zum Aufbonden von 
KQhlkarpern genutzt, wobei dafQr ebenfalls belde mSgHchen 
Schlchtreihenfolgen, slehe B1ld 9, far die Lotmetalle genutzt werden 
kOnnen. Der KOhlkSrper kann aus einem (100) anlsotrop mit KOH geatztem Si- 
Wafer bestehen. In diesem AnwedUrigsbel spiel wird sowohl die Innere 
Haftqualitat der eutektischen Verbindung, als auch die gute thermlsche 
Ankopplung an den PeltierkQhlkOrper genutzt. Eine elektrlsche Nutzung Hegt 
hter nicht vor. 
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AnsprQche: 

Au/Bi eutektische DQnnschichtlote gebildet aus den Elementen 
Au/B1 eutektlsche DQnnschichtlote gebildet aus der eutektischen 
Zusammensetzung 

Au/Bi eutektlsche DQnnschichtlote, hergestellt Qfaer PVD Hethoden 
Au/Bi eutektische DQnnschichtlote, hergestellt mit einer Schicht aus der 
physikalischen Mischung der beteiligten Elemente in den 
KonzentrationsverhMltnissen des Eutektikums 

Au/B1 eutektische DQnnschichtlote 1n Schichtdicken von lOOnm bis zu einigen 
Mm 

Au/B1 eutektische DQnnschichtlote in Schichtdicken von vorzugsweise l-2|im 

Lotaufbau mit eutektischer Phase mit und ohne restliche Quellenschichten 

Lotaufbau ohne eutektische Phase dafUr mit Interdif f usionsschicht (Au/Bi) 

mit und ohne restliche Quellenschichten 

Au/Bi -DQnnschichtlote mit elektrischer Funktionali tat 

Au/Bi -DQnnschichtlote mit thermischer Funktionali tat 

Au/Bi -DQnnschichtlote mit haftender Funktionali tat 

Au/Bi -DQnnschichtlote fQr den Aufbau elektroni scher Bauelemente 

Au/Bi -DQnnschichtlote fQr den Aufbau thermoelektri scher Bauelemente 

Au/Bi -DQnnschichtlote fQr die beidseitige Nutzung eines Substrates 

Au/Bi -DQnnschichtlote fQr die Nutzung in Submounttechnologien 
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